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self-assisted flow-coating 法により形成された pBTTT‐C16 薄膜を活性層とする OFET（塗布方向に対す
るチャネル電流の方向を平行と垂直としたもの）を作製し、それぞれの電荷キャリア移動度等のデバイス
特性が評価されている。電界効果移動度は平行なもので 0.273±0.007 cm2・V-1・s-1、垂直なもので
0.221±0.006 cm2・V-1・s-1 となり、素子間のばらつきは 3%以内に抑えられることが示されている。これらの




水性の高いナノグルーブ表面を用いて、約 2 倍の電界効果移動度の向上と約 5 倍の移動度の異方性が




ridine] (PCDTPT) を活性層とする OFET の動作安定性が評価されている。撥水処理されたナノグルーブ
により異方的に配列された pBTTT‐C16 を活性層とする OFET では、高い動作安定性が示されている。 
 Chapter ７では、撥水性が非常に高い CYTOP をゲート絶縁膜のコーティングに利用する新たな方法に
ついて述べられている。平滑かつ均一で薄い CYTOP コーティング層を形成するプロセスとその CYTOP
層をパターン化するプロセスを確立することにより、pBTTT‐C16 を活性層とする OFET アレイの作製が可





















FET の動作安定性を優に超える OFET を作製することに成功している。本論文で著者が新たに示した知
見は OFET の実用化に向けた重要な成果である。 
 
〔最終試験結果〕 
 令和２年２月１７日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
